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Fabrication of Fe nanowires by thermal CVD method 
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磁性体ナノワイヤは大きいアスペクト比を持つことにより異方性磁気抵抗効果等の新しい物

性を発現することが知られており、Feナノワイヤはスピンデバイスへの利用や、永久磁石の母材

としての利用が期待される。これまでに Ni等の磁性体ナノワイヤ 1)が報告されてきたが、Feナノ

ワイヤの研究は 1960年代に報告された後に発展しておらず、触媒の効果や基板の影響に対する吟

味もなされていない 2), 3)。本研究では熱 CVD 法によりアスペクト比の大きい Fe ナノワイヤを作

製すること、触媒の効果を吟味すること、成長機構の解明を目的とした。評価は SEM, TEM, EDS, 

XRD等により行った。  

我々は FeCl2・4H2O を窒素、水素流入下で昇華、還元することで下流の Au ナノ粒子を触媒と

して塗布した基板上に Feナノワイヤを得ることに成功した。基板にはAl2O3 C面(0001)を用いた。

様々な条件で CVDを行ったところ、成長温度が 700℃、窒素、水素流量がそれぞれ 500, 25 sccm

が最適であった。この時得られた Feナノワイヤは径が約 400 nm, 長さ約 40μmであった。一方、

基板の破断面により多くのナノワイヤが得られたため Al2O3 M面(1-100)を基板として用いるとよ

りアスペクト比の大きい径 190nm, 長さ 40μm のナノワイヤが得られた(Fig.1)。このことより、

ナノワイヤの成長には基板の面方位も重要であ

ることが推測される。Feナノワイヤは基板の結晶

格子とエピタキシャル成長している可能性があ

るのでTEMにより Feナノワイヤの成長方向と基

板の面方位について調査を行う。  

成長機構については VLS 機構と VS 機構が一

般的であるが、両者は触媒粒子の位置によって判

断できる。元素分析を行った結果、ナノワイヤに

おいて触媒粒子が観測されなかったため Au は

Fe中に固溶していると推測される。Auナノ粒子

は成長の起点であり、ナノワイヤは自己触媒型 VS 機構により成長すると考えられる。 
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Fig.1 The fabricated Fe nanowire (190nm×40μm) 
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